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Аннотация: Представлены результаты комплексного исследования 

структурно-морфологических и термодинамических характеристик 

электрохимических осадков Cu в переходных отверстиях с 

барьерным слоем TiN в подложках Si/SiO2 методами сканирующей 

электронной микроскопии (СЭМ) и дифференциально-

термического анализа (ДТА). Установлена область температур, 



определяющая термостойкость меди (до 750°C) и область 

температур (до 886°C), определяющая термостойкость композита в 

целом как способность сохранять химический состав и 

упорядоченную структуру при повышенной температуре. 
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